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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年12月22日(2011.12.22)

【公表番号】特表2010-509772(P2010-509772A)
【公表日】平成22年3月25日(2010.3.25)
【年通号数】公開・登録公報2010-012
【出願番号】特願2009-536283(P2009-536283)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  31/04    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成22年11月5日(2010.11.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一電極及び第二電極；
　第一電極と第二電極との間に積層され堆積された複数の第一半導体材料の層；および、
　複数の囲みドット障壁層（ｄｏｔｓ－ｉｎ－ａ－ｆｅｎｃｅ　ｂａｒｒｉｅｒ　ｌａｙ
ｅｒ）、各囲みドット障壁層は実質的に第三半導体材料の二層の間に直接接触して埋設さ
れた複数の第二半導体材料の量子ドットからなり、ここで、各囲みドット障壁層は複数の
第一半導体材料の層の各二層間に直接接触して積層して堆積される、を含み、
　ここで、各量子ドットは、隣接する第一半導体材料の層の伝導バンド端と価電子バンド
端との間のエネルギーの少なくとも一の量子状態を供給し、複数の量子ドットの前記少な
くとも一の量子状態の波動関数は、少なくとも一の中間バンドとして重なり、
　第三半導体材料の層は、第一半導体材料の層中の第一電子および／または第一正孔が各
量子ドット中の第二半導体材料に到達する量子力学的トンネル透過を行うために、かつ、
第一半導体材料の層中の第二電子および／または第二正孔が第一半導体材料の他の層に到
達する量子力学的トンネル透過を行うために、要求されるトンネル障壁として配置される
、デバイス。
【請求項２】
　第三半導体材料が第一半導体材料と格子整合している請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　第一半導体材料がＧａＡｓであり、第二半導体材料がＩｎＡｓであり、第三半導体材料
が、ｘ＞０であるＡｌｘＧａ１－ｘＡｓである請求項１または２に記載のデバイス。
【請求項４】
　各ＩｎＡｓ量子ドットが、２ｎｍ≦Ｒ≦１０ｎｍである平均の横方向断面２Ｒおよび高
さｌを有し；
　各ＡｌχＧａ１－χＡｓ層が、０．１Ｒ≦ｔ≦０．３Ｒである厚さｔを有し；かつ
　二の囲みドット障壁層の間に堆積された各ＧａＡｓ層が、２ｎｍ≦ｄ≦１０ｎｍである
厚さｄを有する請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　各囲みドット障壁層間の量子ドット単位セルの周期が、２Ｒ≦Ｌ≦２Ｒ＋２ｎｍである
Ｌであり；
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　隣接する囲みドット障壁層中の量子ドット単位セルの周期が、Ｌｚ＝ｌ＋ｄ＋ｔである
Ｌｚである請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　６ｎｍ≦Ｒ≦８ｎｍである請求項４または５に記載のデバイス。
【請求項７】
　平方センチメートル当たり量子ドットが１０１０～１０１２存在する請求項６に記載の
デバイス。
【請求項８】
　複数のＧａＡｓ層の第一電極に最も近い第一層がｎドープされ、複数のＧａＡｓ層の第
二電極に最も近い第二層がｐドープされ、複数のＧａＡｓ層の他の層が真性である請求項
３～７のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項９】
　各量子ドット中の上記少なくとも一の量子状態が、中間バンドを与えるＩｎＡｓのバン
ドギャップより上の量子状態を含む請求項３～８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　各量子ドット中の上記少なくとも一の量子状態が、中間バンドを与えるＩｎＡｓのバン
ドギャップより下の量子状態を含む請求項３～８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１１】
　第一半導体材料がＩｎＰであり、第二半導体材料がＩｎＡｓであり、第三半導体材がＡ
ｌ０．４８Ｉｎ０．５２Ａｓである請求項１または２に記載のデバイス。
【請求項１２】
　各ＩｎＡｓ量子ドットが、２ｎｍ≦Ｒ≦１２ｎｍである平均の横方向断面２Ｒおよび高
さｌを有し；
　各Ａｌ０．４８Ｉｎ０．５２Ａｓ層が、０．１Ｒ≦ｔ≦０．３Ｒである厚さｔを有し；
かつ
　二の囲みドット障壁層の間に堆積された各ＩｎＰ層が、２ｎｍ≦ｄ≦１２ｎｍである厚
さｄを有する請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　各囲みドット障壁層中の量子ドット単位セルの周期が、２Ｒ≦Ｌ≦２Ｒ＋２ｎｍである
Ｌであり；
　隣接する囲みドット障壁層内の量子ドット単位セルの周期が、Ｌｚ＝ｌ＋ｄ＋ｔである
Ｌｚである請求項１２に記載のデバイス。
【請求項１４】
　複数のＩｎＰ層の第一電極に最も近い第一層がｎドープされ、複数のＩｎＰ層の第二電
極に最も近い第二層がｐドープされ、複数のＩｎＰ層の他の層が真性である請求項１１～
１３のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１５】
　各量子ドット中の上記少なくとも一の量子状態が、中間バンドを与えるＩｎＡｓのバン
ドギャップより上の量子状態を含む請求項１１～１４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１６】
　各量子ドット中の上記少なくとも一の量子状態が、中間バンドを与えるＩｎＡｓのバン
ドギャップより下の量子状態を含む請求項１１～１４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１７】
　複数の第一半導体材料の層の第一電極に最も近い第一層がｎドープされ、複数の第一半
導体材料の層の第二電極に最も近い第二層がｐドープされ、複数の第一半導体材料の層の
他の層が真性である請求項１または２に記載のデバイス。
【請求項１８】
　各量子ドット中の上記少なくとも一の量子状態が、中間バンドを与える第二半導体材料
のバンドギャップより上の量子状態を含む請求項１、２および１７のいずれか一項に記載
のデバイス。
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【請求項１９】
　各量子ドット中の上記少なくとも一の量子状態が、中間バンドを与える第二半導体材料
のバンドギャップより下の量子状態を含む請求項１、２および１７のいずれか一項に記載
のデバイス。
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